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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
Z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Podstawy optoelektroniki

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fundamentals of optoelectronics

Obowigzuje od roku akademickiego

2018/2019

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogélno akademicki
(ogélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Informatyki, Elektrotechniki i
Elektrotechniki

Zaktad Elektrotechniki i Systeméw
Pomiarowych

Koordynator modutu

Dr inz. Mariusz Ginter

Zatwierdzit:

Dziekan WEAIl )
Dr hab. inz. Antoni Rézowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku Kierunkowy

przedmiotéw (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu Obo_wmzko_wy _
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec¢ Polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw V

- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

IPodstawy elektroniki 1
IPodstawy elektroniki 2

IFizyka 2

(kody modutéw / nazwy modutéw)
Egzamin nie )

(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
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Forma

prowadzenia zajeé wykitad ¢wiczenia laboratorium projekt Inne

w semestrze 16 8

C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych poje¢ optyki falowej oraz z procesami
fizycznymi stanowigcymi podstawe dziatania urzadzen optoelektronicznych. Zapozna¢ z
Cel wybranymi zastosowaniami promieniowania laserowego, z wybranymi elementami
modutu | detekcyjnymi promieniowania, z podstawami technologii elementéw optyki falowej oraz z
zasadami dziatania wybranych przyrzaddw laserowych.

(3-4 linijki)

Svmbol ) rosvz';irgzma odniesie[lie do odniesiepie do
Y Efekty ksztalcenia P . efektow efektow
efektu zajec kierunkowych | obszarowych

(w/c/lip/inne)
Student ma wiedze na temat zjawisk i proceséw wi/¢ K_W02
wystepujgcych w potprzewodnikach. Ma K_W08 T1A_WO01
podstawowg wiedze na temat rozktadu pola T1A_W02
elektromagnetycznego w elementach

W_01 | optoelektronicznych.

Student ma podstawowg wiedze na temat w/¢ K_W02 T1A_WO01
falowodoéw dielektrycznych oraz wiasciwosci K_W08 T1A_W02

w_02 | elementéw elektronicznych emitujgcych Swiatto.

Student ma wiedze dotyczgca technologii, w/¢ K_W04 T1A_WO05

W_03 | materiatdw i ich zastosowania w optoelektronice. K W25 T1A W07

Student potrafi oceni¢ przydatnos¢ proponowanego w/¢ K_U01 T1A_UO1
rozwigzania pod katem stawianych wymagan dla K _U13 T1A_U13

u_o1 uktadow optoelektronicznych. T1A _U15

Student potrafi okresli¢ parametry i wkasciwosci wi/¢ K_UO01
elementow optoelektronicznych. K_U08 T1A_UO1
u_o02 K_U09 T1A_UO08
Student rozumie potrzebe statego uzupetniania wi/¢ K_KO01 T1A_KO1
K_01 wiedzy z zakresu optoelektroniki
Student potrafi myslec i dziata¢ w sposadb, ktory ¢ K_K02
realizacji okreslony cel techniczny K_K05 T1A_K04
K_02
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efekté\_lv
wyktadu ksztatcenia
dla modutu

1,2 Co to jest optoelektronika? Procesy rekombinacji w potprzewodniku. "/(V_g:

2 Wplyw domieszkowania na strukture pasmowa. Emisja wymuszona W_g;

u_02
K_02

3,4 Transport nosnikéw w heteroztgczu. Ograniczenie no$nikéw w heterozigczu. w_o1

4 Materiaty pétprzewodnikowe. Sposoby wytwarzania struktur w_o3
potprzewodnikowych. g—g%
4,5 Diody elektroluminescencyjne. W_02
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W_03
6 Pole elektromagnetyczne w laserze ztgczowym. Trojwarstwowy symetryczny i w_01
niesymetryczny falowod dielektryczny. W_03
7 Ograniczenie pola elektromagnetycznego w warstwie centralnej falowodu. w_01
Selekcja modow.
8 Lasery ztgczowe z roztozonym sprzezeniem zwrotnym. Lasery z kwantowym w_02
obszarem czynnym u_02
2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen
Odniesienie
N'r zajec Tresci ksztalcenia do efektoyv
¢éwicz. ksztatcenia
dla modutu
1 Wydajno$¢ kwantowa planarnej diody elektroluminescencyjnej. Poréwnanie w_01
3dB pasma optycznego diody elektroluminescencyjnej z jej 3dB pasmem ‘Lv—gf
elektrycznym u_02
K_02
2,3 Okreslenie sktadu chemicznego zwigzku czterosktadnikowego InGaAsP w W_02
celu wykorzystania go do budowy warstwy aktywnej lasera ‘Lv—g:’
potprzewodnikowego pracujgcego przy diugosci fali 1,3 oraz 1,5 mikrometra K_02
3 Okreslanie wspodtczynnika wzmocnienia réwnowazacego straty w warstwie w_02
aktywnej lasera wykonanej z InGaAsP ‘g—gf
u_02
3,4 Okreslanie rownania warto$ci wiasnych dla modoéw TE falowodu planarnego w_o1
4 Okreslanie warunku pracy jednomodowej dla falowodu planarnego ‘{JV_‘?ZZ
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
erza]ec Tresci ksztalcenia do efektoyv
ab. ksztatcenia
dla modutu

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zajeé¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

(sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W 01 Kolokwium pisemne przeprowadzone podczas wyktadu

W 02 Kolokwium pisemne przeprowadzone podczas wyktadu

W 03 Kolokwium pisemne przeprowadzone podczas wyktadu

U o1 Kolokwium pisemne przeprowadzone podczas ¢wiczen, Projekt domowy

U 02 Kolokwium pisemne przeprowadzone podczas ¢wiczen, Projekt domowy

K_01 Kolokwium pisemne przeprowadzone podczas wyktadu

k 02 | Projekt domowy
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Bilans punktéw ECTS

. L obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 16
2 | Udziat w éwiczeniach 8
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 7
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 31
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,24
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15
12 | Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen 18
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 16
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium kofncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji 20
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (S?ga)
21 | Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2,76
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 100
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 51
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktdrg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,04
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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